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Teoria de Banda dos
Solidos

® A formagao e a ocupagao das bandas define
as propriedades eletricas de um solido

® Como compreender as propriedades
elétricas de um solido, isto €&, se ele €
condutor ou isolante, a partir da

configuracao de suas bandas e da ocupagao
das mesmas?
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Teoria de Banda dos
Solidos

® |solante:as bandas estao ou completamente cheias (banda de valéncia)
ou completamente vazias (banda de condugao)

® Condutor:alguma banda esta parcialmente cheia (banda de condugao)
® Semi-condutor:apresenta uma banda cheia (banda de valéncia) e uma

banda vazia (banda de condugao) quando 7=0. Porém, a diferencga de
energia entre essas duas bandas € pequena (menos de 2 eV)

E

|solante Metal Semimetal Semicondutores
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Semicondutores

® (Condutividade intrinseca
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Semicondutores
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® Condutividade extrinseca ¢ SjfSp:Si ¢ e Si i B! :Si e
® Dopagem e Si ¢ e Si ¢
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® Impureza doadora:
semicondutor tipo-n T

® Impureza aceitadora:
semicondutor tipo-p
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Semicondutores

® A ocupagao da banda de s Y=
condugao pode ser ‘
estimada a partir da
energia de Fermi do
semicondutor

1
~ ole—er) /KT 4 1

N Fermi (6)
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Jungao p-n

® Ao se unir um
semicondutor do tipo-n
com um do tipo-p, surge
uma jungao p-n

® Nessa jungao, muda-se
os limites das bandas de
conducao e valencia a
fim de se manter a
energia do sistema
minima (energia de
Fermi constante)

nao polarizada

Corrente

Corrente Térmica
Corrente de recombinacao

Corrente Térmica
Corrente de recombinacao

Corrente Térmica
Corrente de recombinacao
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Jungao p-n

Energia
do eletron
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Dispositivos
Semicondutores

® Diodo (retificador)
semicondutor

® Ao se aplicar um diferenga
de potencial em uma jungao
p-n cria-se uma polarizagao
reversa ou direta, conforme
o sentido da d.d.p.

® A corrente reversa sera
muito menor do que a
direta, possibilitando o uso
desse dispositivo em varias
aplicacoes
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Dispositivos
Semicondutores

® J[ransistor

® Consiste na combinacao

de duas jungdes: p-n-p
ou n-p-n (emissor-base- |

R A {S A
coletor) —

® Emissor-base:
polarizagao direta

® PBase-coletor:
polarizagao inversa
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